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Introducéo

O 6xido de zinco, ZnO, tem se mostrado um material
alternativo interessante em substituicdo ao TiO, em
células solares sensibilizadas por corante (DSSC).
Além da cinética do processo de injecé@o eletrdnica a
partir do estado excitado do corante ser semelhante
para ambos os Oxidos, 0 ZnO possui uma maior
mobilidade eletronica’. A fim de melhorar as
propriedades eletrdnicas do ZnO e assim a eficiéncia
das DSSC, optou-se pela dopagem do mesmo com
ions Ga* (ZnO:Ga ou GZO). O objetivo deste trabalho
€ avaliar a influéncia da dopagem no potencial de
circuito aberto (V,), corrente de curto-circuito (Is),
entre outros parametros.

Resultados e Discussao

Nanoparticulas de ZnO e ZnO:Ga 1, 3 e 5% foram
preparadas a partir de solucdo aquosa de nitrato de
zinco e/ou gélio na presenca de trietanolamina®. O
filme poroso foi entdo sensibilizado em solucdo
etandlica do complexo RuL,(NCS),: 2 TBA, sendo L o
ligante 4,4'-dicarboxi-2,2'-bipiridina e TBA
tetrabutilaménio, durante 3 horas. O eletrdlito
utilizado foi 0,5M de t-butilpiridina, 0,6M de iodeto de
tetrabutilaménio, 0,1M de Lil, 0,1M de L em 10mL de
metoxiproprionitrila. Como contra-eletrodo foi utilizado
um vidro recoberto com Pt. As curvas de corrente-
potencial (-V) foram obtidas por voltametria linear em
condicdes de polarizacao direta. Na
fotocronoamperometria o eletrodo de trabalho foi
submetido & irradiacdo de 100 mW-cm? em ciclos
“claro/escuro” de ~ 200s. As curvas |-V obtidas para
os dispositivos DSSC com ZnO e ZnO:Ga sao
mostradas na Figura 1.

Figura 1. Curvas |-V das DSSC (I = 100 mW-cm™).
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A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para
todas as DSSC.

Tabela 1. Valores de I, V., FF (fator de
preenchimento) obtidos a partir de medidas de curvas
I-V sob iluminag&o de 100 mW-cm™.

DSSC I (MA-cm?) Ve (V) FF
ZnO 2,46 0,76 0,37
ZnO:Ga 1% 6,48 0,71 0,33
Zn0:Ga 3% 2,90 0,47 0,40
Zn0:Ga 5% 8,68 0,49 0,45

A dopagem leva a um aumento consideravel da
fotocorrente em todos as DSSC baseadas em
Zn0O:Ga. Para a DSSC contendo ZnO:Ga 5% obteve-
se valores de IPCE (incident photon to current
conversion efficiency) de 55% e somente de 17%
para ZnO puro no maximo de absor¢do do corante
(550 nm). Esse resultado indica uma melhoria na
mobilidade dos elétrons possivelmente causada por
um aumento na condutividade do filme. Entretanto o
aumento na quantidade de dopante diminui Vi,
possivelmente devido a introducdo de traps ou
armadilhas no filme semicondutor. Também foram
realizados testes de estabilidade irradiando os
dispositivos com ciclos “claro/escuro”. Os resultados
confirmam a estabilidade dos fotoeletrodos.

Conclusdes

A dopagem de filmes de ZnO com Ga*®" mostrou ser
uma alternativa promissora na confec¢éo de células
solares com maior eficiéncia em comparagdo as
células com ZnO puro.
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